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1．はじめに 高移動度半導体であるゲルマニウム(Ge)は，次世代の高性能集積回路材料としてだ

けでなく，近年ではスピン FET[1]や，フレキシブルコンピュータ[2]の材料としても期待されてい

る．一方，こうした新規電子デバイスで必要となるスピン注入電極やプラスチック基板は耐熱性

に乏しい(<300 °C)．すなわち，Geが有する優れた可能性を応用に供するためには，低温のデバイ

スプロセスを構築しなければならない．そのひとつとして，我々はゲートスタックの低温形成を

試みており，Ge上の絶縁膜として良好な電気特性と熱的・化学的安定性を有するとの報告がある

Y・Ge 混合絶縁膜(YGO)に着目し[3]，電子ビーム(EB)蒸着法による YGO ゲート絶縁膜の低温形

成を行っている．その結果を報告する． 

2．実験方法 試料作製方法を Fig. 1に示す．HF洗浄した

n-および p-Ge(100)基板上に EB蒸着法で YGO ゲート絶

縁膜を 200 °Cにて 14 nm堆積した．蒸着源である YGO

は，粉末 Y2O3と GeO2を原子組成比で Y/(Y+Ge)=90%と

なるように調製・加圧成形したものを使用した．EB 蒸

着後は 300 °Cで PDAを行い，ゲート電極として Al/TiN

を堆積した後，フォトリソグラフィとウェットエッチ

ングによって加工した．最後に 300 °C-30 minの CAを

行い，MOSキャパシタ(CAP)を作製した． 

3．結果・考察 Figure 2に，作製したMOSCAPの C-V特性を示す．p-, n-いずれの試料も典型的な

MOSCAP の C-V 特性が得られており，小さいヒステリシス(HT)を示している．YGO の等価酸化

膜厚(EOT)および実効誘電率(k)は，それぞれ約 5 nmおよび 10.5であり，この k値は Y2O3の実験

結果(12)に近い値であった[4]．Figure 3に示す両試料の周波数分散は比較的小さく，YGOは新規

電子デバイス応用に向けた Geゲートスタックの低温形成に適した素材となる可能性がある．講演

では，界面準位(Dit)等の詳細についても議論する． 
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Fig. 1 Fabrication procedures for YGO 

MOSCAPs at low temperature (~300 °C). 

Fig. 2 High frequency C-V characteristics of the 

Al/TiN/YGO/Ge MOSCAPs (a) p-Ge and (b) n-Ge. 

Fig. 3 C-V frequency dependence of the Al/TiN/YGO/Ge 

MOSCAPs (a) p-Ge and (b) n-Ge. 
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